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1. はじめに 

REBa2Cu3Oy(REBCO, RE = Rare Earth)高温超伝

導体を磁場中応用に用いるには、磁束をピン止め

するためにREBCO薄膜内に人工ピンニングセン

ター(APC: Artificial Pinning Center)を導入するこ

とが不可欠である[1]。一般に APC材料に用いら

れる BaMO3(M = Metal)を REBCO に高添加する

と 臨 界 温 度 Tc が 大 き く 低 下 す る が 、

BaTbO3(BTbO)は添加量が 20vol%に達しても Tc

が 90 K 以上である[2]。また、添加量を増加させ

ると APC の c 軸相関性が増えることが報告され

ている[3]。しかし、10vol%程度の添加量におけ

る BTbO の形状は明らかになっていない。そこで

10vol%程度の添加量における BTbO の基板面内

の形状に着目した。 

本研究では、BTbOを SmBa2Cu3Oy (SmBCO) 薄

膜に添加し、その磁束ピンニングの面内異方性を

検討した。 

2. 実験方法 

BTbO 添加 SmBCO 薄膜は、IBAD-MgO 基板に

PLD 法で作製した。基板温度は 880ºC、酸素分圧

は 400 mTorr、膜厚は 200 nm、BTbO 添加量は

6.8-15vol%で作製した。BTbO は修飾ターゲット

法[4]で供給した。 

Fig. 1のように SmBCOの ab軸に対するブリッ

ジの角度をと定義し、これを 0º と 45º に変化さ

せることで電流方向を制御した。77 K、B//c にお

いて I-V 特性を測定し、電界基準 1 μV/cmで臨界

電流密度 Jcを決定した。 

3. 実験結果と考察 

Fig. 2 に 77 K、B//c における 6.8vol%及び

11.9vol%BTbO添加 SmBCO薄膜の= 0º及び 45º

における Jc の磁場依存性を示す。また、作製し

た SmBCO膜の臨界温度 Tcはそれぞれ 92 K 及び

89 K である。6.8vol%添加薄膜の Jcはによって

あまり変化しないが、11.9vol%添加薄膜は高磁場

において= 45º の膜は= 0º よりも Jcが大きい

ことが分かる。この結果より、APC に面内異方

性があること、及び添加量によって面内の磁束ピ

ンニングと APC の形状が変化することが推察さ

れる。 

当日は、異なる添加量で作製した BTbO 添加

SmBCO 薄膜の異なるにおける超伝導特性及び

BTbO の形状及び異方性についての考察を行う。 

Fig. 1 Schematic drawings of micro bridges in 

BTbO-doped SmBCO films with  = 0º and 45º. 

Fig. 2 Magnetic field dependence of Jc in BTbO-doped 

SmBCO films at 77 K, B//c,  = 0º and 45º. 
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